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十a･pg)で観測される事から,電子バーンシユタイン波が関与 していると考えられるo

勿論 ,闇値以下では,この様な異常吸収はない｡更に電力を上げると,異常吸収の発

生に要する時間が短かくなる｡

この現象は,密度 を高 くして行 くと,或る密度以上から発生する様になる｡ この時,

空間的に高温電子の発生する位置を測定すると,低密度の時は,プラズマ中心部で発生

し始め,密度を高 くするに従い,周辺部でも発生する事が認められる｡

本稿では,この異常吸収現象の,時間及び空間依存性を述べる｡

超流動 3HerA におけるVortex LineとVortex Lattice

中 原 幹 夫

超流動 3H｡のA相において,Orderparameterの作る空間は S2×so(3), 又は,

dipolelockingも含めて SO(3)で表わされるo このため, 1so超流体や 4He-Dなど,

slのOrderparameterspaceを持つ物質に比べると, 3Ile-Aは特異な流体的性質を持

つO特に,一次の Homotopy群 を調べると,111(Sl)-Z(整数解 )であるのに対 し,

〝i(SO(3))-Z2-†0,日であることから, 3He-AにおけるVortexLineは,Singu-

1arityの無い状態 foiか,強 さ 27Tの Singularityを持つ状態 fliにクラス分けされる｡

従って,強さ 27Tの Vortexline2本から,1+1-0の演算に対応 して,強さ47Tを持

ち,Singularityの 無 い Vortexlineを作る事が可能になる｡我々は,回転系における

Ginzburg-Landaufreeenergyを,Vectorpotentialを用いて求めた後,回転円筒系にお

けるOrderparameterの空間分布 (Texture)として,上に述べたSingularityの無いVortex

line及び Vortexsheetからなるいくつかの周期的構造 を考えた｡そして各 Textureの

free･七nergyを比較する事によりVortexlineを格子状に並べたVortexlatticeが energy的

に最 も安定であるとい う結論を得た｡円筒 の上下の壁は,各Vortexlineの両端にboqj-

um-antiboojum というpointsingularity のペアー作 るが, この構造 は容器の高 さが,
<

vortexlatticeの格子間隔 に比べ十分小さくなった時 ,一様な 2 -textureの中に Singular

coreを持つV｡rtexlineが並ぶという構造に転移する｡回転数を上げ,格子間隔がVortex
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lineの Singularcoreの半径 E程度になった時も,同様な転移の後 に Norma]相へ移る｡

トーラス型プラズマ (WT装置)の温度測定

中 村 正 彦

核融合プラズマの実現のためには,イオン温度を 10keV以上に加熱する必要がある｡

トカマクプラズマでは,ジュール加熱によって,イオン温度は数 keVには加熱できない

ので,更に他の方法による加熱,いわゆる追加熱法が盛んに研究されている｡高温プラ

ズマのイオン及び電子温度は,プラズマ中に挿入された探針によって測定するのは不可

能である｡そこで,以下に示す様な種々の測定法による温度測定を実験中である｡

(1) プラズマの電気伝導度から,電子温度を推定することが出来る｡プラズマ中に不純

物が含まれていないと仮定 した時の電子温度は約 30eVである｡ しかし,プラズマ中

に不純物 (特に多価イオン)が存在すると,電気伝導度は大きく変るので, 実際の電

子温度はこの測定値の数倍はあると思われる｡

(2) プラズマ中の酸素は,電子温度があがるとともに,より多価の状態に電離されてい

く｡ そこで,01-OV の各線スペク トルの時間的変化を測定 し,その結果からは,

電子温度は 200eV程度 まではあがっていると考えられる｡

(3) プラズマの反磁性磁束を測定 して,温度 を測定する方法は,他の方法に比べて簡便

な特徴をもつが,反磁性磁束の大きさは,プラズマ閉じ込め用磁場の磁束の大きさの

10~3-10-4 程度で,その測定は困難で末だ十分なデータを得るには至っていない｡

(4) プラズマ中で高速イオンと中性粒子の衝突によって荷電交換が起こり,高速の中性

粒子が磁場を横切って出て来る｡ そのエネルギー分布を測定するこによってイオン温

度 を推定する｡このために,プラズマからの中性粒子を再電離させて,静電エネルギ

ー分析器にかける装置を現在製作中である｡
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